ELECTRONICA GENERAL

Tema 7. Transistores de Efecto deCampo Cuestiones teoricas tipo test.

Tema 7.- Transistores de Efecto de Campo

l.-

a)
b)

c)

4.
a)

c)

Un JFET de canal n tiene una |Vgsorr| =3 V y una Ipgs = 10 mA. Si le aplicamos
una tension |Vgs| = 1,5 V. Calcular la corriente Ip que circula por el dispositivo
cuando la tensién Vpg es tal que el JFET esté en saturacion.

0,5 mA

10 mA

2,5 mA

Un JFET de canal n tiene una |Vgsorr| = 3 V. Si le aplicamos una tension |Vgs| =
1,5 V. Calcular el valor de Vps a partir del cual el dispositivo se comporta como
una fuente de corriente.

-45V

-15V

1,5V

El dispositivo de la figura 7.1 es un
MOSFET de deplexién canal n
MOSFET de acumulacion canal p
MOSFET de acumulacién canal n

|_TD
g |

Figura 7.1

Un JFET respecto a un BJT

Tiene mas ganancia

Tiene mayor impedancia de entrada
Es mas rapido

Un transistor MOSFET de acumulaciéon canal p tiene una tension umbral cuyo
moddulo es 4 V (suponer el signo correspondiente). Si aplicamos una tensiéon Vgs
de -2 V. Para valores pequeiios de Vpg, la resistencia que presenta el canal serd
No hay datos suficientes para conocer su valor

(e8]

2kQ

En el circuito de la figura 7.2, hallar la tensién drenador-fuente (Vps)
26,4V

30V

19,8 V
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7.-

a)
b)

¢)

8.-

a)
b)

c)

a)
b)

c)

10.-

En el circuito de la figura 7.2, ;en qué region esta trabajando el transistor?
corte

O6hmica

saturacion

En el circuito de la f figura 7.2, hallar la corriente de drenador (Ip)
0,6 mA

1,7 mA
0 mA
V=30V
RD
6 k
RG JFET:
I = 5 MA
10k V,=3,6V
V=15V _|_
1
Figura 7.2

Un JFET de canal n tiene una [Vgsorr| =4V. Si le aplicamos una tension [Vgg| =
2V, calcular el valor de Vpg a partir de cual el dispositivo se comporta como una
fuente de corriente:

-6V

2V

-2V

Un JFET de canal n tiene una [Vgsorr| =4V y una Ipss= 10mA. Si le aplicamos
una tension |Vgs| = 2V, calcular la corriente Ip que circula por el dispositivo
cuando la tensién Vpg es tal que el JFET esté en saturacion.

10mA

2,5mA

0,5mA

El dispositivo de la figura 7.3 es un
MOSFET de deplexion de canal n
MOSFET de acumulacién de canal p
MOSFET de acumulacion de canal n

_TD

a |k
o

°8S
Figura 7.3
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12.- En el circuito de la figura 7.4, hallar la corriente de drenador (Ip)

a) OmA
b) 1,7mA
c) 0,6 mA

S RD

P6k
V2 —
30V ~— JPET:
10k Ls =3 MA
V,=15V
3,6V
Figura 7.4

13.- En el circuito de la figura 7.4, hallar la tension drenador-fuente (Vps)
a) 198V
b) 30V
c) 264V

14.- En el circuito de la figura 7.4 jen qué regidn esta trabajando el transistor?
a) Corte

b)  Saturacion

c¢) Roto

15.- Ademas de la zona util para amplificar sefiales alternas, ;qué otras zonas
encontramos en las curvas caracteristicas de los dispositivos FET?

a)  Saturacidn, corte, activa y ruptura.

b)  Ohmica, corte y saturacion.

¢)  Ohmica, ruptura, corte y saturacion.

d)  Ohmica, ruptura, y corte.

16.- Launion pn entre la puerta y la fuente de un JFET deberia ser
a)  polarizada en directa

b) polarizada en inversa

c) tanto polarizada en directa como en inversa

d) ninguna de las otras respuestas

17.- EI MOSFET de deplexién actia principalmente como
a) unJFET

b)  una fuente de corriente

¢) unaimpedancia

d) un MOSFET de acumulacién
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18.-

a)
b)
c)
d)

19.-

En un MOSFET de deplexion de canal n la Ipgs vale 20 mA y la tension de cierre
Vsofr tiene de modulo 4 V (suponer el signo correspondiente). Si aplicamos una
tension Vgs de 1 V. Para valores pequefios de Vpg, la resistencia que presenta el
canal sera

No hay datos suficientes para conocer su valor

e}

0,267 kQ

0,16 kQ

A un JFET de canal n se le aplica una tension Vgg=-1V y tiene una tension |

VGsofr| =5V. Si Vpg vale 4,5 V. (En qué region se encuentra el transistor?
Region de corte.

Region 6hmica.

Region de saturacion.

En ruptura.

La impedancia de entrada de un JFET
tiende a cero

tiende a uno

tiende a infinito

es imposible pronosticar

En un MOSFET de acumulacién canal n:

En la zona de ruptura todas las curvas se juntan en una
La ruptura se produce cuando Vps< V;

Las curvas caracteristicas se cruzan

No hay zona de ruptura

Que los FET sean dispositivos unipolares significa que:

Las corrientes s6lo van en un sentido, siempre de drenador a fuente
La conduccién dependera inicamente de un tipo de portadores
Sélo tienen un terminal

Todas las respuestas son incorrectas

Para la polarizacion habitual de un JFET de canal p se aplica:
Vps >0 y Vgs <0
Vps >0y Vgs >0
Vps <0y Vgs <0
Vps <0y Vgs >0

Si el canal se estrangula por la tension Vg aplicada, por el JFET de canal n:
circula una Ip = Ipgs, porque si se supone una Ip = 0 se contradice la hipotesis se
canal cerrado

Vs nunca provoca la estrangulacion del canal

circula una Ip = 0 independientemente de lo que varie Vpg

circula una Ip = 0 para aquellos valores de Vs mayores que Vgsofr
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26.-

La figura 7.5 representa un:
MOSFET de acumulacion de canal n
MOSFET de acumulacién de canal p
MOSFET de deplexion de canal n
MOSFET de deplexién de canal p

AN

IR

]
N

Figura 7.5

Un transistor JFET de canal n tiene una | VGSOff| =3 V. Si polarizamos el

transistor con | VaGs | = 1,5 V. ;Cuaél es el valor minimo de la tension Vg para
que el transistor opere en la zona de saturacion?

LSV

4,5V

4,5V

El simbolo de la figura 7.6 corresponde a:
Transistor MOSFET de acumulacion canal p.
Transistor MOSFET de deplexion canal n.
Transistor MOSFET de acumulacion canal n.

Figura 7.6

En el simbolo de la figura 7.6, los terminales 1, 2 y 3 se corresponden
respectivamente con:

Puerta, fuente y drenador.

Drenador, puerta y fuente.

Puerta, drenador y fuente.

En el funcionamiento habitual de un MOSFET de acumulacién de canal p
Vgs es positiva, Vpg es positiva y la corriente Iy es saliente.
Vgs es negativa, Vpg es negativa y la corriente I es saliente.

Vs es negativa, Vg es positiva y la corriente Iy es entrante.
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30.-

a)
b)
c)

31.-

a)
b)

c)

32.-

Vasorr| =
5V; Vps = 15V. ;Cudl es la resistencia aproximada del canal en la regiéon 6hmica

Sea un JFET de canal n . Esté polarizado y se verifica: Ipgg = 5 mA;

cuando Vgg=0 V.
1 kQ

3kQ
Infinita

Para el transistor de la pregunta anterior, si Vgg=- 2 V, (cuanto vale Ip?
0 mA

4,2 mA

1,8 mA

En el circuito de la figura 7.7, el transistor tiene una | Tpss| de 10 mA y una
‘ VGSoff‘ de 5 V. El valor de Vgs es

Y
-1V
2V
Vpp=35V
8k Ro
D
G
S
2k
Figura 7.7

En el circuito de la figura 7.7, la tensién Vpg de cierre del canal es
4V

6V

-4V

En el circuito de la figura 7.7, 1a Ip en la zona de saturacion vale
6,4 mA

—-6,4mA

14,4 mA

En el circuito de la figura 7.7,cuando Vps es 3 V la I, vale
4,8 mA

7,2 mA

—4,8 mA
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36.-

a)
b)

¢)

37.-

41.-
a)
b)
©)

Los portadores en un FET de canal p son
Electrones libres

Huecos

Tanto electrones libres como huecos

En el circuito de la figura 7.8 el transistor tiene una ‘ Ipss ‘ de 10 mA y una
‘ VGSoff‘ de 5 V. El valor de Vgs es

Y
-1V
2V
V=2V
R,
D
8kQ G
S
1V
i Figura 7.8 -

La tension Vpg de cierre del canal es: (referente al enunciado de la pregunta 42)
4V

6V

-4V

La Ip en la zona de saturacion vale: (referente al enunciado de la pregunta 42)
6,4 mA

—6,4mA

14,4 mA

Cuando Vps es 3 V la Ip vale: (referente al enunciado de la pregunta 42)
4,8 mA

7,2 mA

—4,8 mA

El dispositivo de la figura 7.9 es un
MOSFET de acumulacion de canal n
MOSFET de acumulacién de canal p
MOSFET de deplexién de canal n
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¢)

Figura 7.9

En el circuito de la figura 7.9, el transistor tiene una | Ipss | de 10 mA y una
‘ VGsoff‘ de 10 V. El valor de Vgs €s

1V

-2V

2V

En el circuito de la figura 7.9, la tension Vpg de cierre del canal es
12V

8V

-8V

En el circuito de la figura 7.9, la Ip en la zona de saturacion vale
6,4 mA

—6,4 mA

14,4 mA

En el circuito de la figura 7.9, el dispositivo esta trabajando en la zona de
deplexion

acumulacion

corte

En el circuito de la figura 7.9, ;qué tension hay que aplicar en Vpp para que el
dispositivo esté bloqueado?

10V

-10V

50V

Para garantizar que un MOSFET de acumulacion de canal p este en saturacion, se

tiene que cumplir
Vs <V,

DS — 7 DSat

Vs 2Ves =Vr
Vis <V7

Cuestiones teoricas tipo test.
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48.- Un JFET de canal p tiene una |Vgsorr| = 4V. Si le aplicamos una tension [Vgg| =
2V, calcular el valor de Vpg a partir de cual el dispositivo se comporta como una
fuente de corriente:

a) 6V
by 2V
c) 2V

49.- Un JFET de canal p tiene una |Vgsorr| = 4V y una Ipgs = 10mA. Si le aplicamos
una tension |Vggs| = 2V, calcular la corriente Ip que circula por el dispositivo
cuando la tensién Vpg es tal que el JFET esta en saturacion.

a) 10mA
b) 2,5mA
c) 22,5mA




